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tfi (54) TlUe: SCATTERING COAT 

^ (54) Titre : COUCHE DIFFUSANTE 

^9 (57) Abstract: The invention concerns a scattering coat, based on mineral particles, designed to homogenize a light source, charac- 
terized in that it combines an electromagnetic insulating device whereof the resistance per square is higher than 100 S2. 

o 

(57) Abrege : Couche diffusante, ^ base de particules minerales. destin^e k homog^n^iser une source lumineuse, caract^risde en ce 
1^ qu*el]e associe un dispositif d'isolement ^lectromagn^dque dont la resistance par cam6 est sup^rieure ^ 100 fi. 
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COUCHE DIFFUSANTE 

10 L'invention concerne des perfectionnements apportes a une couche 

diffusante, destinee a etre deposee sur un substrat pour homogeneiser 
une source lumineuse. 

Bien qu'elle ne soit pas limitee a de telles applications, rinvention 
sera plus particulierement decrite en reference a des couches utilisees 

15 pour homogeneiser la lumiere emise depuis un systeme de retro-eclairage. 

Un tel systerae peut notamment etre une source de lumiere ou 
« back-light » notamment utilisee comme source de retro-eclairage pour 
des ecrans a cristaux liquides. L'invention peut etre egalement utilisee 
lorsqu'il s'agit dTiomogeneiser la lumiere provenant de lampes planes 

20 architecturales utilisees par exemple sur des plafonds, des sols, ou des 
murs. II peut encore s'agir de lampes planes a usage urbain telles que des 
lampes pour panneaux publicitaires ou encore des lampes pouvant 
constituer des etageres ou des fonds de vitrines d'exposition. 

Les sources de lumiere utilisees dans ces systemes de retro- 

25 eclairage sont principalement des lampes ou des tubes a decharge 
communement appeles CCFL pour « Cold Cathode Fluorescent Lamp », 
HCFL « Hot Cathode Fluorescent Lamp », ou encore DBDFL pour 
« Dielectric Barrier Discharge Fluorescent Lamp ». Tous ces systemes ont 
pour point commun d'etre alimentes par une source variable de tension, 

30 dont la frequence est comprise generalement dans la fourchette 10 a 100 
kHz. 

Or, dans ces gammes de frequence, il se produit aussi bien dans les 
phases transitoires d'allumage et d'extinction, que dans les phases de 
regime permanent, des perturbations electromagnetiques et/ou des 
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phenomenes d'accumulation de charges surfaciques qui generent des 
perturbations au niveau des cellules cristal/liquide. 

Pour limiter, voire eviter ces phenomenes, il est connu de proceder a 
un isolement des ondes electromagnetiques creees par le systeme de retro- 
5 eclairage et d'evacuer les charges surfaciques vers la masse du module de 
Tecran. 

On rappellera qu'un ecran de ce type incorpore entre le systeme de 
retro-eclairage (qui constitue le generateur d'interference 
electromagnetique) et Tecran LCD (Liquid Cristal Display) une couche 

10 diffusante, qui comme son nom Tindique, assure la diffusion homogene de 
la source lumineuse provenant des systemes de retro-eclairage. 

Pour proceder a Tisolement electromagnetique d\xn tel ecran, on 
utilise sur ce diffuseur (qui est generalement constitue de matiere 
plastique, par exemple du PMMA ou du polycarbonate) une feuille de 

15 matiere thermoplastique (PET), qui est elle-meme recouverte par une 
couche d'une matiere conductrice, de type ITO (« Indium Tin Oxyde ») par 
exemple. 

On connait d'autres techniques d'isolement electromagnetique, mais 
elles sont inappropriees dans ce type d'application. En particulier, 

20 Tutilisation d'un reseau de fils conducteurs, ou d'une grille metallique, 
d^in film metallique, est impossible. En effet, les diffuseurs incorporant ce 
type de dispositif d Isolement ne permettent pas de garantir une 
transmission lumineuse Tl d'au moins 50 %, et une absorption lumineuse 
Al inferieure a 15 %, ces deux conditions etant requises par les 

25 constructeurs pour les ecrans incorporant des systemes de retro-eclairage 
tels que precedemment decrits. 

De plus, on note, au titre des inconvenients, la nature du materiau 
constituant le diffuseur. Nous avons vu que celui-ci etait generalement en 
matiere plastique. Or, ces materiaiox sont sensibles a la chaleur et pour 

30 des ecrans de grande dimension, dont la diagonale est superieure a 10", 
(la diagonale etant dans ce cas une dimension caracteristique de Tecran) 
les sources lumineuses sont situees a Tinterieur d'une enceinte, au plus 
proche de la partie diffusante (structure de type « Direct Light »), ce qui 
n'est generalement pas le cas pour des ecrans de petite dimension 
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(diagonale inferieure a 10") et pour lesquels les sources lumineuses sont . 
positionnees sur le cote de Tenceinte (structure de type « Edge Light »), la 
lumiere etant vehiculee vers la couche diffusante par un guide d'onde, le 
degagement de chaleur est particulierement sensible. 
5 Pour ces ecrans de grande dimension, ce degagement de chaleur 

conduit generalement a une deformation structurelle de la partie 
diffusante qui se concretise par une heterogeneite de la brillance de 
rimage projetee au niveau de Tecran. 

Outre ces problemes de tenue mecanique de la partie diffusante, se 
10 greffe la sur-epaisseur de cette derniere du fait de la presence de la feuille 
thermoplastique pourvue de son dispositif d'isolement electromagnetique, 
qui conduit d'une part, a des reflexions multiples et d'autre part, a un 
surcout lors de Tassemblage. 

Or, la volonte actuelle qui tend vers une diminution de 
15 Tencombrement des ecrans en terme d*epaisseur et du nombre de 
compossmts est a Toppose de cette solution. En outre, cette augmentation 
de Tepaisseur conduit a une diminution de la brillance de I'image projetee. 

Les inventeurs se sont ainsi donnes pour mission de trouver un 
moyen conduisant a un isolement electromagnetique d'un ecran de grande 
. 20 dimension (diagonale superieure a 10'") et qui ne presente pas les 
inconvenients des solutions precedemment decrites, notamment en 
termes d'encombrement et de perte de qualite de Timage. 

A cet effet, la couche diffusante destinee a homogeneiser une source 
lumineuse selon Tinvention se caracterise en ce qu'elle associe un 
25 dispositif d'isolement electromagnetique dont la resistance par carre est 
superieure a 100 Q. 

Dans des modes de resdisation preferes de Tinvention, on peut 
eventuellement avoir recours en outre a Tune et/ou a Tautre des 
dispositions suivantes : 
30 - la resistance par carre est comprise entre 300 et 700 Q, 

- le dispositif d'isolement est constitue d'au moins une couche 
translucide dans le domaine du visible de materiau conducteur 
electriquement, ladite couche conductrice etant deposee au plus 
pret de la couche diffusante, 
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- la couche conductrice est a base d'oxyde conducteur translucide, 

- la couche diffusahte est deposee sur \m substrat, et la couche 
conductrice est deposee sur ladite couche diffusante 

- la couche diffusante est associee a urf substrat, la couche 
5 conductrice etant disposee entre le substrat et la couche 

diffusante, 

. - la couche diffusante est associee a un substrat, la couche 
diffusante etant deposee sur Tune des faces d'un substrat, tandis 
que la couche conductrice est deposee sur la face opposee dudit 
10 substrat, 

- le dispositif d'isolement est incorpore a la couche diffusante 

- la couche diffusante est constituee d'elements comprenant des 
particules et un liant, le liant permettant d'agglomerer entre-elles 
les particules, le dispositif de blindage etant constitue par l\in et 

15 ou Tautre desdits elements, 

- les particules sont metalliques ou des oxydes metalliques 
. elle comporte des particules de Zr02 

- la taille des particules est comprise entre 50 nm et 1 nm 

- les particules sont a base de Sn02 :F ou de TITO 

.20 - le liant est un liant electriquement conducteur, mineral 

organique 

- le substrat est un substrat verrier 

- le substrat est un substrat transparent a base de polymere, par 
exemple en polycarbonate, 

25 • la couche diffusante incorpore un revetement ayant une autre 

fonctionnalite que celle de risolement, notamment un revetement 
a fonction bas-emissive, a fonction anti-statique, anti-buee, anti- 
salissures. 

Selon un autre aspect de Tinvention, celle-ci vise Tutilisation d'une 
30 couche diffusante telle que precedemment decrite pour realiser un 
substrat diffusant dans un systeme de retro-eclairage et/ou de lampe 
plane. 

Dans des modes de realisation preferes de Tinvention, on peut 
eventuellement avoir recours en outre a Tune et/ou a I'autre des 
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dispositions suivantes : 

- le substrat est une dcs feuilles de verre constituant le systeme de 
retro-eclairage et/ou d'une lampe plane, 

- le substrat possede une dimension caract&ristique adaptee pour 
5 des applications en « Direct light », 

- Tepaisseur et/ou la densite de recouvrement de la couche varie 
sur la surface de depot, 

- Tepaisseur de la couche diffusante est comprise entre 0.5 et Spm. 
D'autres avantages et particularites de I'invention apparaitront a la 

10 lumiere de la description detaillee qui va suivre. 

Ainsi selon un premier mode de realisation de Tinvention, la couche 
diffusante est constituee de particules agglomerees dans un liant, lesdites 
particules presentant un diametre moyen compris entre 0,3 et 2 microns, 
ledit liant etant dans une proportion comprise entre 10 et 40% en volume 

15 et les particules formant des agregats dont la dimension est comprise 
entre 0,5 et 5 microns, ladite couche presentant une attenuation de 
contraste superieure a 40 % et de preference superieure a 50 %. Cette 
couche diffusante est particulierement decrite dans la demande 
WO0190787. 

20 Les particules sont choisies parmi des particules semi-transparentes 

et- de preference des particules minerales telles que des oxydes, des 
nitrures, des carbures. 

Les particules seront de preference choisies parmi les oxydes de 
silice, d'alumine, de zircone, de titane, de cerium, ou d'un melange d'au 

25 moins deux de ces oxydes. 

De telles particules peuvent etre obtenues par tous moyens connus 
de ITiomme du metier et notamment par precipitation ou par 
pyrogenation. Les particules presentent une granulometrie telle qu'au 
moins 50% des particules s'ecartent de moins de 50% du diametre moyen. 

30 Le liant presente une tenue en temperature suffisante pour resister 

aux temperatures de fonctionnement et/ou a la temperature de scellage 
de la lampe si la couche est realisee avant Tassemblage de la lampe et 
notamment avant le scellement de celle-ci. 

Lorsque la couche est en position exterieure, le liant est egalement 
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choisi avec une resistance a Tabrasion s\Affisante pour subir sans 
endommagement toutes les manipulations du systeme de retro-eclairage, 
par example, notamment lors du montage de Tecran plat. 

En fonction des exigences le liant pourra etre choisi mineral, psu* 
5 exemple pour favoriser une resistance a la temperature de la couche, ou 
organique, notamment pour simplifier la realisation de ladite couche, la 
reticulation pouvant etre obtenue simplement, par exemple a froid. Le 
choix d'un liant mineral dont la resistance en temperature est importante 
va notamment permettre la realisation de retro-eclairage de grande duree 

10 de vie sans aucun risque de voir apparaitre une degradation de la couche 
du fait par exemple de tubes fluorescents qui provoquent un echauffement 
considerable. En effet, il est apparu avec les solutions connues une 
degradation du film plastique en temperature qui rend done tres delicate 
la realisation de systemes de retro-eclairage de grandes dimensions. 

15 Le liant possede un indice different de celui des particules et la 

difference entre ces deux indices est de preference d'au moins 0,1. L'indice 
des particules est superieur a 1,7 et celui du liant est de preference 
inferieur a 1,6. 

Le liant est choisi parmi les silicates de potassium, les silicates de 
20 sodium, les silicates de lithium, les phosphates d'aluminium, les 
pplymeres de type polyalcool vinylique, les resines thermodurcissables, les 
aciyliques, ... 

Pour favoriser la formation d'agregats a la dimension souhaitee, 
rinvention prevoit Tadjonction d*au moins un additif conduisant a une 
25 repartition aleatoire des particules dans le liant. De fafon preferee, 
Tadditif ou agent de dispersion est choisi parmi les agents suivants, un 
acide, une base, ou des polymeres ioniques de faible masse moleculaire, 
notamment inferieur a 50 OOO.g/mol. 

II est encore possible d'ajouter d'autres agents et par exemple un 
30 agent mouillant tel que des tensioactifs non ioniques, anioniques ou 
cationiques, pour fournir une couche homogene a une grande echelle. 

II est encore possible d*ajouter des agents de modification 
rheologique, tels que des ethers cellulosiques.- 

La couche ainsi definie peut etre deposee selon une epaisseur 
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comprise entre 1 et 20 microns. Les methodes de depots d'une telle 
couche peuvent etre tous moyens connus de ITiomme du metier tels que 
des depots par serigraphie, par enduction d'une peinture, par « dip- 
coating », pax « spin-coating », par « flow-coating », par pulverisation, ... 
5 Lorsque Tepaisseur souhaitee de la couche deposee est superieure a 

2 microns, on utilise un procede de depot du type serigraphie. 

Lorsque Tepaisseur de la couche est inferieure a 4 microns, le depot 
est de preference effectue par flow-coating ou par pulverisation. 

On prevoit egalement de realiser une couche dont Tepaisseur varie 

10 selon la zone de couverture sur la surface ; ime telle realisation peut 
permettre de corriger des inhomogeneites intrinseques d*une source de 
lumiere. Par exemple, il est possible de cette fa^on de corriger la variation 
d'eclairement des sources lumineuses sur leur longueur, Selon une autre 
realisation conduisant sensiblement au meme effet de correction des 

15 inhomogeneites intrinseques des sources de lumiere, on prevoit de realiser 
une couche dont la densite de recouvrement varie sur la surface de depot ; 
il s'agit par exemple d'un depot realise par serigraphie dont la densite de 
points peut varier d'une zone totailement couverte a une zone de points 
disperses, la transition etant progressive ou non. 

20 Selon un autre mode de realisation de la couche diffusante, on 

prevoit que Tun au moins des elements, voire au moins deux des elements 
constituant la couche diffusante, soi(en)t conducteur electriquement. II 
peut s*agir soit des particules formant les agregats, soit des particules 
formant le liant. 

25 Dans le cas d\an liant conducteur electriquement de type mineral 

Sn02 ou organique, on prevoit par exemple d'utiliser un polymere 
conducteur (polypyrole), ou des nanoparticules (Sn02 :F, Sn02 : Sb, ITO). 

Dans le cas ou les particules formant les agregats sont conductrices 
electriquement, celles-ci peuvent etre a base de poudre d'oxyde 

30 conducteur transparent comme par exemple le Sn02 : F, le Sn02 : Sb, 
ln203 : Sn, le ZnO :AL 

Selon encore un autre mode de realisation, la couche diffusante 
peut etre obtenue a partir d'un substrat qui a subi un traitement de 
surface. II peut s'agir par exemple d'un substrat sable, d'un substrat 
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ayant subi une attaque acide commercialise par Saint Gobain Glass 
France sous le nom « Satinovo »™, ou encore d\ih substxat revetu d'une 
couche d'email commercialise par Saint Gobain Glass France sous les 
noms « Emalit » ™ou « Opalit » ™. 
5 Quel que soit le mode de realisation de la couche diffusante (sauf 

pour celle qui est obtenue a partir d'elements intrinsequement conducteur 
electriquement), celle-ci doit etre associee a un dispositif d'isolement 
electromagnetique et/ou d'ecoulement de charges surfaciques. 

Ce dispositif d'isolement electromagnetique est constitue a partir 
10 d'au moins une couche conductrice electriquement qui est positionnee au 
plus pret de la couche diffusante, cette couche conductrice etant 
transparente dans le domaine du visible (y compris avec un flou reduit ou 
nul, et dans ce cas translucide). 

Selon rinvention de telles couches conductrice s sont deposees sur 
15 des substrats transparents ou semi-transparents, possedant une forme 
plane ou non selon les applications. 

La couche conductrice est constituee d'oxydes transparents 
conducteurs (plus communement appeles TCO) tel que notsunment de le 
Sn02 : F, le Sn02 : Sb, llnQOa : Sn, le ZnO :A1. 
. . 20 Selon une premiere technique, cette couche conductrice peut etre 

elaboree a Taide d*un precede de pulverisation cathodique reactive, soit a 
partir de cibles metalliques, soit a partir de cibles d'oxydes. 

Selon une deuxieme technique, la couche conductrice peut etre 
elaboree a Taide d'une technique pyrolytique. 
25 II peut s'agir de la pyrolyse de poudre. Cette technique consiste a 

projeter par un jet de gaz vecteur, sur la surface du substrat, une poudre 
de precurseurs organometalliques ou un melange de poudres, et sous 
Teffet de la chaleur du substrat la poudre se decompose hberant les 
atomes qui participent a la couche conductrice, 
30 II peut s'agir egalement de la pyrolyse de liquide, Selon ce precede, 

les precurseurs chimiques, sous forme de solution ou suspension liquide, 
sont mis en contact du substrat par exemple par une technique de 
pulverisation (« spray coating ») ou par une technique de « dip coating », ou 
« spin coating ». 
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La couche conductrice peut etre egalement deposee sur le substrat 
par depot chimique en phase vapeur (CVD « Chemical Vapour 
Deposition »), ou par CVD assistee par plasma.. 

Selon encore une autre technique, la couche" conductrice peut etre 
5 obtenue par une technique sol-gel. 

Quel que soit le mode de realisation de la couche conductrice, celle- 
ci presente une resistance par carre qui est superieure a 100 Q et de 
preference comprise entre 300 et 700 Q. Cette couche conductrice 
constitue un dispositif dlsolement pour des frequences comprises entre 
10 10 et 100 kHz ; cette couche conductrice permet egalement de realiser un 
dispositif d'ecoulement de charges electrostatiques ou surfaciques. (Ces 
proprietes de resistance par carre sont egalement obtenues par la couche 
diffusante intrinsequement conductrice precedemment decrite). 

Cette ,pouche conductrice est done associee a une couche diffusante, 
15 Tensemble etant associe a un substrat notamment en verre ou en 
polymere (PMMA, polycarbonate). 

Cette association avec le substrat peut etre realisee de plusieurs 
maniere : 

- le substrat est situe entre la couche diffusante et la couche 
20 conductrice, 

- la couche conductrice recouvre Tune des faces du substrat, la 
couche diffusante recouvrant quant a elle la couche conductrice, 

- la couche diffusante recouvre Tune des faces du substrat, la 
couche conductrice recouvrant quant a elle la couche diffusante, 

25 - la couche diffusante comportant au moins un element 

conducteur electriquement (liant et/ou agregat) est en contact de 
Tune des faces du substrat. 
Quelle que soit la configuration de Tassociation formee par le 
substrat, la couche diffusante seule (intrinsequement conductrice), la 
30 couche diffusante associee a la couche conductrice, Tassemblage presente 
une transmission lumineuse Tl d'au moins 20 %, et de preference 
superieure a 50 % et une absorption lumineuse Al inferieure a 15 %. 
L'epaisseur de la couche diffusante ainsi formee est comprise 0.5 a 5 mhi, 
dont 10 nm a 1 jam pour la seule couche conductrice. La valeur de 
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transmission lumineuse pour la couche conductrice seule est d'au moins 
80 % et de preference superieure a 85 %. 

Une variante de realisation qui peut etre associee aux modes de 
realisation de couches diffusantes presentant un^dispositif de blindage 
5 precedemment decrit, consiste a incorporer a Tassemblage un revetement 
ayant une autre fonctionnalite. II peut s'agir d'un revetement a fonction de 
blocage des rayonnements de longueur dbnde dans Tinfra-rouge (utilisant 
par exemple une ou plusieurs couches d'argent entourees de couches en 
dielectrique, ou des couches en nitrures comme TiN ou ZrN ou en ojc/des 

10 metalliques ou en acier ou en alliage Ni-Cr), a fonction bas-emissive (par 
exemple en oxyde de metad dope comme Sn02 :F ou oxyde d'indium dope 
a retain ITO ou une ou plusieurs couches d'argent), couche chauffante 
(oxyde metallique dope, Cu, Ag par exemple) ou reseau de fils chauffants 
(fils de cuivre ou bandes serigraphiees a partir de pate a Taxgent 

15 conductrice), anti-buee ( a Taide d'une couche hydrophile), anti-salissures 
(revetement photocatalytique comprenant du Ti02 au moins partiellement 
cristallise sous forme anatase). 

Les applications envisagees par invention sont notamment les 
systemes de retro-eclairage par exemple utilises pour Teclairage des 

20 ecrans a cristaux liquides, ou bien des lampes planes utilisees pour 
I'eclairage architectural ou bien encore de reclairage urbain, ou plus 
generalement dans tout systeme incorporant des sources lumineuses 
susceptibles de generer des perturbations electromagnetiques. 

Dans le cas non limitatif des lampes planes, Tassemblage de 

25 couches (diffusante + conductrice electriquement) est depose sur la feuille 
de verre constituant la face avant de la lampe, 

Selon un premier mode de realisation d'une lampe plane devant 
incorporer la couche diffusante selon Tinvention, Tassemblage de couches 
(diffusante + conductrice electriquement) est depose sur la face de la 

30 feuille de verre orientee vers I'interieur de la lampe ; selon une telle 
realisation, Tassemblage de couches (diffusante + conductrice 
electriquement) doit etre depose sur la feuille de verre durant la 
realisation de la lampe. Selon cette realisation, Tassemblage de couches 
doit presenter une resistance en temperature suffisante pour resister aux 
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differents traitements thermiques necessaires a la realisation d*une telle 
lampe, notamment pour effectuer les depots correspondant a la realisation 
des electrodes et pour effectuer le scellement peripherique des dexox 
feuilles de verre constituant la structure de la lampe plane. 

Si des espaceurs sont necessaires, notamment pour maintenir un 
espace uniforme entre les deux feuilles de verre, Tinvention prevoit un 
depot de Tassemblage de couches (diffusante + conductrice 
electriquement) en maintenant des zones libres correspondant aux 
emplacements prevus pour les espaceurs de sorte que Tadhesion de ceux- 
ci ne soit pas perturbee par la couche selon Tinvention. De tels espaces 
libres peuvent facilement etre obtenus en choisissant un depot de la 
couche selon une technique de serigraphie. 

Selon un second mode de realisation d\ine lampe plane incorporant 
la couche diffusante selon Tinvention, la couche (diffusante + conductrice 
electriquement) est deposee sur la face de la feuille de verre orientee vers 
Texterieur de la lampe ; selon ce mode de realisation Tassemblage de 
couches (diffusante + conductrice electriquement) est choisi avec des 
proprietes renforcees de resistance mecanique et plus particulierement de 
resistance a Tabrasion. 

Selon encore une variante de realisation concernant Tutilisation de 
rassemblage de couches diffusantes perfectionnees selon Tinvention 
(diffusante + conductrice electriquement) dans la realisation d'une lampe 
plane et/ou d*un systeme de retro-eclairage, ladite couche (diffusante + 
conductrice electriquement) est deposee sur un substrat transparent ou 
semi-transparent independant des feuilles de verre constituant la 
structure de la lampe plane ou du systeme de retro-eclairage. Une telle 
realisation peut consister a deposer Tassemblage de couches (diffusante + 
conductrice electriquement) sur un substrat en verre maintenu a distance 
de la face avant de la lampe ou du systeme de retro-eclairage ; cette 
realisation permet selon les lois de la physique d'ameliorer encore i'effet 
diffusant de Tassemblage de couches. En contrepartie, le volume ou 
Tencombrement d'une telle realisation redevient equivalent aux solutions 
connues anterieurement mais alors avec des performances de diffusion et 
d'isolation electromagnetique beaucoup plus durables dans le temps. 
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Les couches perfectionnees (diffusante et isolee) ainsi presentees 
selon rinvention permettent done de realiser des systemes de retro- 
eclairage par exemple destines a Teclairage d'ecrans a cristaux liquides. 
Comparees aux solutions anterieurement connues, la couche selon 
rinvention permet de reduire rencombrement dudit systeme de retro- 
eclairage pour des performances donnees en terme de luminance, de 
brillance et de duree de vie. 
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REVENDICATIONS 

1. Couche diffusante, a base de particules minerales, destinee a 
homogeneiser une source lumineuse, caracterisee en ce qu'elle associe 

5 un dispositif d*isolement electromagnetique dont la resistance par carre 
est superieure a 100 Q. 

2. Couche diffusante selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que la resistance par carre est comprise entre 300 et 700 Q. 

3. Couche diffusante selon la revendication 1, caracterisee en ce 
10 que le dispositif d'isolement est constitue d'au moins une couche 

conductrice electriquement, translucide dans domaine du visible, ladite 
couche conductrice etant deposee au plus pret de la couche diffusante. 

4. Couche diffusante selon la revendication 3, caracterisee en ce 
que la couche conductrice est a base de poudre dbxyde conducteur 

15 transparent comme par exemple le Sn02 : F, le SnOa : Sb, In203 : Sn, le 
ZnO :AL 

5. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 
4, caracterisee en ce que la couche diffusante est deposee sur un 
substrat, et la couche conductrice est deposee sur ladite couche 

20 diffusante. 

6. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 

4, caracterisee en ce que la couche diffusante est associee a un substrat, 

la couche conductrice etant disposee entre le substrat et la couche 

'I 

diffusguite. 

25 7. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 

4, caracterisee en ce que la couche diffusante est associee a un substrat, 
la couche diffusante etant deposee sur Tune des faces d\in substrat, 
tandis que la couche conductrice est deposee sur la face opposee dudit 
substrat. 

30 8. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 

4, caracterisee en ce que le dispositif d'isolement est incorpore a la 
couche diffusante. 

9. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 
8, caracterisee en ce que la couche diffusante est constituee d'elements 
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comprenant des particules et un liant, le liant permettemt d'agglomerer 
entre-elles les particules, le dispositif d'isolement etant constitue par Tun 
et ou Tautre desdits elements. 

10. Couche diffusante selon la revendication 9, caracterisee en ce 
5 que les particules sont metalliques ou des oxydes metalliques. 

11. Couche diffusante selon la revendication 9, caracterisee en ce 
qu*elle comporte des particules de Zr02 

12. Couche diffusante selon Tune des revendications 9 a 11, 
caracterisee en ce que la taille des particules est comprise entre 50 nm 

10 et 1 |um. 

13. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 9 a 
12, caracterisee en ce que les particules sont a base de Sn02 :F ou de 
HTO. 

14. Couche diffusante selon la revendication 9, caracterisee en ce 
15 que le liant est un liant electriquement conducteur, mineral ou organique. 

15. Couche diffusante selon I'une quelconque des revendications 1 a 
14, caracterisee en ce que le substrat est un substrat verrier. 

16. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 
14, caracterisee en ce que le substrat est un substrat transparent a base 

20 de polymere, par exemple en polycarbonate. 

17. Couche diffusante selon Tune quelconque des revendications 1 a 

16, caracterisee en ce que la couche diffusante incorpore un revetement 
ayant une autre fonctionnalite que celle de Tisolement, notamment un 
revetement a fonction lias-emissive, a fonction anti-statique, anti-buee, 

25 anti-salissures. 

18. Couche diffusante selon l*une quelconque des revendications 1 a 

17, caracterisee en ce qu'elle presente une transmission lumineuse Tl 
superieure a 20 % et de preference superieure a 50 %. 

19. Couche diffusante selon Tune des revendications 1 a 18, 
30 caracterisee en ce qu'elle presente une epaisseur comprise 0.5 a 5 |im. 

20. Utilisation d'une couche diffusante telle que decrite selon Tune 
des revendications 1 a 19 pour realiser un substrat diffusant dans un 
systeme pourvu de sources lumineuses. 

21. Utilisation d'une couche diffusante telle que decrite selon Tune 
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des revendications 1 a 19 pour realiser un substrat diffusant dans un 
systeme de retro-eclairage, 

22. Utilisation d*une couche diffusante selon la revendication 20, 
caracterisSe en ce que le substrat est une des feuilles de verre 

5 constituant le systeme de retro-eclairage. 

23. Utilisation d'une couche diffusante telle que decrite selon Tune 
des revendications 1 a 19 pour realiser un substrat diffusant dans un 
systeme de lampe plane. 

24. Utilisation d'une couche diffusante selon la revendication 23, 
10 caracterisee en ce que le substrat est une des feuilles de verre 

constituant le systeme de lampe plane 

25. Utilisation d*une couche diffusante selon Tune des 
revendications 20 a 24, caract6ris6e en ce que le substrat possede une 

dimension caracteristique adaptee pour des applications en « Direct 

f 

15 light ». 

26. Utilisation d*une couche diffusante selon Tune des 
revendications 20 a 25, caracterisee en ce que Tepaisseur et/ou la 
densite de recouvrement de la couche varie sur la surface de depot. 
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